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１．概要（Summary） 

半導体デバイスの高集積化のために、パターンの微細

化が必要不可欠である。微細化に伴うパターン倒壊を防

ぐため、レジスト膜の薄膜化が行われている。薄膜化に伴

い、レジストと基板の界面相互作用が大きくなることが考え

られる。そのため、レジスト-基板界面相互作用がレジスト

パターンに与える影響を解明することは、今後のさらなる

微細化を達成するうえで重要な課題である。そこで本研

究では、シリコンウエハ、およびフォトマスク製造に用いら

れる窒化クロムをスパッタしたシリコンウエハ上に、膜厚

20-60 nm レジスト薄膜を製膜し、電子線描画を行った。

現像後得られたレジストパターンについて、走査型電子

顕微鏡 (SEM)による解析を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 超高精細電子ビームリソグラフィー装置 

 高速大面積電子ビームリソグラフィー装置 

 

【実験方法】 

シリコンウエハ、および窒化クロムが製膜されたシリコン

ウエハ上に化学増幅型レジストをスピンコートし、90 °Cで

加熱することにより、厚さ20-60 nmの薄膜を形成した。成

膜後のサンプルを、超高精細電子ビームリソグラフィー装

置(ELS-100T，エリオニクス)で描画し、露光後加熱、現

像工程を経て、自研究室の SEM によりパターン観察及

びパターン幅と line width roughness (LWR)の測定を

行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

シリコンウエハ、および窒化クロム上に形成した露光パ

ターン (space)幅：未露光パターン (line)幅 = 100 nm :  

 

100 nmの line & spaceの SEM像を Fig. 1に示す。露

光後加熱温度は 110 °C、露光量は 120 C/cm2であった。

レジストパターンの断面形状は基板の影響を受けることが

確認された。これは、レジスト-基板界面相互作用の影響

で基板界面のレジスト溶解挙動が変化したためと考えられ

る。また、レジストを薄膜化することで、窒化クロム上のパタ

ーンはコントラストが極端に低下することからも、レジスト-

基板界面相互作用は窒化クロムが影響より大きな影響を

与えることが確認できた。 

 

Fig. 1 Cross-sectional SEM images of resist 

patterns of (a), (b) 20 nm and (c), (d) 60 

nm-thick-film. Substrates were (a), (c) Si wafer and 

(b), (d) CrN-sputtered Si wafer, respectively. 
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